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世界のヒ素汚染の現状



As(III)からAs(V)への酸化と吸着除去

• ヒ素（III）は、ヒ素（V）と比較して毒性が25～60倍高い。

• バングラデシュを中心として、地下水のヒ素（III)汚染が
深刻である。

• ヒ素（V）に酸化し、さらに簡単に除去する手法の開発
が求められている。

• 本研究では、可視光応答型半導体光触媒を開発に成
功し、ヒ素の酸化・吸着除去に応用した。

• Asia Pacific Society of Material Research学会から、
2018年2月にResearch Awardを受賞。
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